ADI161

Firma: PHILIPS

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy
n-p-n w obudowie metalowej, kolektor pola-
czony z obudowa

Zastosowanie: komplementarny do ADI162,
symetryczne stopnie wyjsciowe klasy B o mocy
do 10 W, wzmacniacze i odbiorniki radiowe

Typy podobne: GD607 (Tes), AD165
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przy Iy =0, Ucg =32V
przy Ip =0, Ucg = 32 V, t; = 90°C
przy —Upp =0,6 V, Ucp =32V, t; = 90°C

przy I =0, Ugg =10 V

przy Ic = 0, Ugg =10 V, 1; = 90°C
przy Ic = 5 mA, U =10 V

przy Ic = 50 mA, Uep =1V

przy Ic = 500 mA, Ucg =1V

przy Ie =2 A, Usp =1V

przy Ic = 1 A, Iy = wartosci dla ktérej I, = 1,1 A
przy Ucg =1V

przy Ig =0, Ucg =32V, t; = 90°C
przy I =1,=0, Usg =5V

przy Ic = 5 mA, U =10V

przy I = 50 mA, U =1V

przy I = 500 mA, Ug=1V

przy I =2 mA, Ugg =1V

przy Ic = 10 mA, Ucg =2V

przy I = 300 mA, U =2V

dla AD161/AD162

przy |Ic] = 500 mA, |Ugpl =1V

sie 0 okolo 2 mV/°C ze wzrostem temperatury




AD161

WartoSci graniczne
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Rys. 1-120. Charakterystyka napigcia prze-
gigcia Ucpk
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Rys. 1-121. Obszary zastosowania tranzystora § §g $ IWEE T
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I — dopuszczalny obszar zastosowania, I7 — dodatkowy Q r‘II\ E ? | A —
obszar zastosowania, gdy tranzystor jest zablokowany REEEAS IT Sl -
RS = ~ > S}

—Ug = — Upkn, III — poza obszarami I i II zabloko-

wany tranzystor moze by¢ obciazony 1 mJ przy — Upg <

<06V, R =18 Q

Rys. 1-122. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-123. Charakterystyka dopuszczalnej Rys. 1-124. Zalezno$¢ pradu zerowego ko-
mocy strat w zaleznosci od temperatury lektora od temperatury zlacza
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Rys. 1-125. Zalezno$¢ wspolczynnika wzmoc- Rys. 1-126. Zaleznos¢ czestotliwosci /21, od

nienia pragdowego od pradu kolektora pradu kolektora
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Rys. 1-127. Charakterystyka sterowania na- Rys. 1-128. Charakterystyka sterowania na-
pieciowego pieciowego
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Rys. 1-130. Charakterystyka sterowania pra-
dowego

Rys. 1-129. Charakterystyka sterowania pra-
dowego



